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Частотно-селективные поверхности широко используются в СВЧ технике в качестве пространственных фильтров или экранов. Для создания частотно-селективных поверхностей с изменяемым частотным откликом используются PIN-диоды, полевые транзисторы или микроэлектромеханические системы. Управляемые частотно-селективные поверхности на основе этих технологий не могут обеспечить одновременно высокое быстродействие (~ 1 нс или менее), низкие потери на отражение, и большое (более 109) количество переключений. Управляемая частотно-селективная поверхность, удовлетворяющая этим требованиям, может быть создана на основе тонких плёнок VO2.
Тонкие плёнки VO2 имеют фазовый переход полупроводник-металл, который может быть инициирован нагревом этих плёнок до температуры порядка 60°С или приложения электрического поля напряженностью 106 В/м. Сопротивление тонких плёнок, полученных в эпитаксиальных процессах, при переходе изменяется на 4 порядка. Время перехода полупроводник-металл составляет ~200 фс. 

Для создания управляемой частотно-селективной поверхности, работающей в области СВЧ-излучения с характерной длиной волны ~10 мм, необходимо иметь возможность получать однородные плёнки VO2 большой площади. Для синтеза таких плёнок разработан двухстадийный метод: реактивное ВЧ магнетронное распыление V на подложку из поликристаллического Al2O3 с последующей термической обработкой в инертной атмосфере. Получаемые в таком процессе плёнки испытывают переход полупроводник-металл при 53 ˚С. При переходе сопротивление плёнок уменьшается в 2300 раз от 3,5·105 Ом/□ до 150 Ом/□. Площадь поверхности плёнок составляет 30 см2. Плёнки обладают высокой однородностью свойств по всей площади.
Синтезированные плёнки были применены в качестве управляющих элементов частотно-селективной поверхности, представляющей собой полосовой фильтр с резонансной частотой 10 ГГц с изменяемой добротностью. Частотно-селективная поверхность была сформирована при помощи жидкостного травления слоя меди на фольгированном полиимиде. Управляющие элементы на основе тонких плёнок VO2 были расположены на частотно-селективной поверхности так, чтобы VO2 имел электрический контакт с медью. Параметры СВЧ фильтра рассмотрены в диапазоне 1-18 ГГц. Коэффициент прохождения СВЧ излучения резонансной частоты при нормальном падении на фильтр в случае, когда VO2 в диэлектрическом состоянии, составляет -0,3 дБ. После перехода VO2 в металлические состояние он уменьшается на 12 дБ. Полученные данные совпадают с результатами численного моделирования частотного отклика управляемой частотно-селективной поверхности.
